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１．概要（Summary） 

高アスペクトなＳｉエッチングパターンに関して、これまで

パターン倒れが指摘されており、実用化がほとんどなされ

ていない。今回、高アスペクト比でもエッチングパターンが

形成されることを検証するため、微細なパターン基材につ

いて検討することを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

・使用装置および作製サンプルの形態： 

Fig.1 に示すように、1/4 にカットしたシリコン（Ｓｉ）ウエハ

ー基板上に高アスペクトなエッチングパターン（４ｍｍ角）

を電子線描画装置（エリオニクス製 ELS-7500EX）、およ

び深堀エッチング装置（サムコ製 RIE-400iPB-NP）にて

作製した。 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Sample of Si etching pattern. 

・サンプル処理方法：  

今回、L&S 150nm, Pitch 300nm 

   アスペクト比 4.5（=675nm） 

   アスペクト比 10（=1500nm）を大面積（４ｍｍ角）で得

ることを目的に、香川大学にて 電子線リソグラフィー後に、

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点にてクロムを約

40nm 蒸着した。その後、リフティングオフして高アスペクト

なエッチングパターンサンプルを作製し、その表面および

チルト像を SEM観察にて行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

・SEM観察の結果 

１） パターン①は、リフティングオフ後、パターン

は何も見られなかった。 

２） パターン②は、Fig.2に示すように SEM像（真

上）からクロム蒸着の線幅が 156～177nm で

あることが判明した。次にこのクロム基材を

マスクとして深堀エッチングを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.2 SEM image of Cr pattern. 

  

 

 

 

 

 

Fig.3 SEM image of high aspect Si etching pattern. 

 

パターンエリア②のエッチング後の表面をＳＥＭ

にて観察した（Fig.3）。その結果、ややパターンの抜

けがあるものの、およそ目的とする高アスペクトなエッ

チングパターンサンプルが得られた。 
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